Formação do Diodo de Junção


Nos cristais do tipo N, devido ao efeito de temperatura, e outros tipos de energia (luz, etc), os elétrons que não participam de ligações covalentes saem com facilidade de suas posições nos átomos pentavalentes, criando uma nuvem de elétrons livres. Isto é, verifica-se excesso de elétrons livres nos cristais do tipo N. simetricamente, pode-se dizer  que existe uma nuvem de lacunas livres nos cristais do tipo P, ou seja, existe excesso de lacunas. Qualquer elétron que entre no cristal do tipo P será facilmente capturado por uma lacuna, fazendo a recombinação do par elétron-lacuna.


Quando se unem cristais dos tipos P e N, forma-se a junção PN. Os elétrons livres do cristal do tipo N, que estiverem próximos da junção, eventualmente passarão para o lado P, onde serão capturados por lacunas, fazendo recombinação. Dessa forma serão formados íons negativos do lado P e positivos do lado N (átomos pentavalentes sem o 5o elétron).


A região em torno da junção onde se encontram esses íons é chamada de camada de depleção. A passagem de elétrons do lado N para o lado P e de lacunas no sentido contrário é chamada de difusão através da junção.


À medida em que o lado P se carrega negativamente e o lado N se carrega positivamente, torna-se mais difícil um elétron mudar do lado N para o lado P, por causa da atração dos íons positivos (Lado N) e repulsão dos íons negativos (Lado P). Diz-se então que está se formando uma barreira contra a difusão de elétrons e lacunas através da junção. Quando ocorrer o equilíbrio entre o volume de cargas que se difundem pela junção e o volume que é repelido de volta, diz-se que foi formada a barreira de potencial (BP), que, por simplicidade, pode ser entendida como um impedimento à difusão.


Ao potencial elétrico existente entre os íons positivos do lado N e os negativos do lado P, o qual impede a continuação da difusão, dá-se o nome de potencial da barreira de potencial, ou simplesmente, potencial de barreira. Alguns ainda chamam este de barreira de potencial.


Para junções PN feitas sobre cristais de silício, a 25oC, o potencial de barreira será de 0,7V. Para junções de germânio, a 25oC, o potencial de barreira será de 0,3V.
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Figura 1 – Junção PN



Figura 2 – Camada de Depleção
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